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w . I. FISTUL, F. A . G IMELFARB: Bodania półprzewodnikowych roztworów stałych za pomocq sond e lek t ro -
nowych i jonowych 

W artykule przedstawiono wyn ik i badań półprzewodnikowych roztworów sta łych, omówiono nowe możl iwoSci 
zastosowania metod: lokalnej ana l i zy rentgenospektrolnej, mikrokatodoluminescencji i mikroanal izy jonowej. 

G . G . GWELESJANI, W. G , RCCHItADZE, A . Z . KANDEtAKI, T. D. ABASZIDZE: 
Badanie moi l iwofc i otrzymywania monokryiztał6vv tlenków że laza i n ik lu metodą tronsportu materiału w łuku 
elektrycznym prądu stałego 

W artykule omówiono wynik! badań nad prawidłowościami otrzymywania monokryształów tlenków że laza i n ik lu, 
uzyskane za pomocą metody transportu materiału w łuku elektrycznym prądu stałego. Op i sano konstrukcję 
urządzenia do monokrystalizacji tlenków trudnotopliwych. Ustalono parametry wzrostu monokryształów. 

J . ŚW IDERSK I : Podwójna mikroniejednorodnoSć półprzewodników A|||B^ . 

Op i sano wtórną mikroniejednorodnoSć /mikrosłoistość/ materiałów ^ m ^ y / związaną ze zjawiskami rekombinacyjn 

A . B U K O W S K I , J . D R Ą G O W S K I , J . B t A Ż E W I C Z : Badania nad otrzymywaniem jednorodnych monokrysitałów 
krzemu silnie domieszkowanych antymonem 

Ar tyku ł przedstawia wyn ik i badań nad wpływem warunków wzrostu monokryształów na mak ro - i mikron ie j łdno-
rodnoSć tego materiału. ję 2 

Badania dotyczyły krzemu silnie domieszkowanego antymonem, o koncentracji 10 a . j .m. Sb/cm . 
Ustalono związek między parametrami procesu monokrystalizacji a jednorodnoicią materiału. W wyniku badań 
uzyskano widoczną poprawę jakoSci krzemu domieszkowanego antymonem przy danej koncentracji tego 
pierwiastka w krzemie. W pierwszej częSci artykułu przedstawiono pogląd na jednorodnoSć monokryształów 
krystal izowanych ze stopionego pierwiastka lub zw iązku . Ana l i z y tej dokonano na podstawie danych z l itera-
tury oraz własnych do iwiadczeń w dz iedz in ie monokrystalizacji materiałów półprzewodnikowych. 
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E L E K T R O N I C Z N E ' 

B. M. MCTyJIb, $. A. rUMEaiMAPB - HccneflOBaHHfl noJiynpoBoaHHKOBux isepsHX 
pacTBopoB c nouoniBi) saeKipoHHux h âohhux aoiyioB 

B ciaiBe npesciaBJieHu pesyaBiaiu HccaeaoB.aHHa noaynpoBOÄHMKOBux TBepaha paciBO-
poB, oÖcysaeHO hobub bo3moihocth npHMeaeHHfl neioflOB: jioKajiBHoro p e H i r e n o c n e K -

ipaJiBHoro aaaiiHaa, iiHKpoKaTOflOJimHHeciieHaHH h üOHHoro MHKpoaHaJin3a. 

r. r. rBMElUMAHH, b. r. P U X m i A a S E , a. 3 . K A H a m r a i , t. a. A B A I D H A S E - Hccne-
aoBaHHH BoauoïHocTeft noayieHHH uoHOKpacTaMOB okucjiob xeneaa u HHKejw iieiofloii 
nepeHoca BemecTsa b aneKipHiecKoM ŷre nociOHHHoro lOKa 

B CTaiBe npeflCTaBjieHH pesynBiaiu HccJieflOBaHiia npaBHÄBHOCTH noayqeHMH 
MOHOKpHCTaJuiOB okhccH « e j i e s a h HHKean MeToaoM n e p e a o c a BeiąecTBa b sjieKipH -
l e c K o H Ä y r e n o c T O H H H o r o T o n a . O n p e s e a e a o n a p a i i e i p u h x p o c i a 

T X I V 
H . C B H f l E P C K M : - Â B o K H a H M H K p o H e o f l H o p o a H O C T B n o j i y n p o B O f l H H K O Ł A B . 

OnHCaHO 3$$eKT aBOanoR MHKpOHeOSHOpOCTh CSHSaHHUa c peKOMÖHHaUHOHHLlMH HBJieHHHMH 

B i i a T e p a a J i a x A ^ ^ ^ B ^ . 

A. ByKOBCKZ, fl. ÄPOHrOBCKH, fl. BJIAIEBH1 -"nccjieaoBaHiiH nojiŷ eanH oflHopOÄHux 
IIOHOKpHCTaJMOB KpeUHHH CHJtbHO flerHpOBaHHhlX CypBUOÄ 

Q p e s c T a B J i e H u p e s y j i B T a T u HCCJ ie^ ioBaHi iH BJHUIHHA y c J i o B H â B u p a m u B a H H f l u o H O K p u c T a -

JIJIOB KpeiIHHfl Ha UHKPO H MaKpOOflHOpOÄHOCTB COnpOTHBJieHKfl. U c C J i e a O B a H H H K a C a J I H C B 

c H J i Ł H O J i e r H p o B a H H o r o kpcuhhh c ypBMOt l ao K O H u e a T p a q i i H IO^^t cypBMu/cu^. 
H a f l A e n a s a B H C H u o c T B ues^y n a p a u e T p a H a p o c T a h O A a o p o A H o c x B X ) H a T e p a a j i a . B p e a y j i B -

t a x e H c c j i e A O B a H H l t n o n y ^ e a o 3aa< iKTe ;aBHoe y j i y q m e a H e KaiecTBa a p e x a i u i c u j i B a o 

nerapoBaaHoro cypBuotl. 
B n e p B o a q a c T H c i a i B H n p e a c T a B j i e a o c o B e p i B e a a y » l o q a y s p e a H H a a o a a o p o f l a o c T b 

a p a c T E J i J i O B B u p a i i H B a e M u x a s p a c i u i a B a . 

8tot a a a j i a a n p o B e ^ e a a a Ö a a e ^ m i e p a i y p a u x A a a a u x a c o C c T B e a a u x M c c J i e A O B a a a ä 

u o a o K p a c T a j u i H s a u H H n o j i y n p o B O A B H K O B U x H a i e p a a ^ i O B . 
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W , I. F I STUL, F . A . G I M E L F A R B : Research !n semiconductor solid solutions by means of electron and ion probes 

In this paper ore presented results of research in semiconductor solid solutions and are discussed new pos s ib i l l i -
ties of applying the following methods: X - r a y spectral local analys is, microcathodoluminiscence and ionic 
microana lysis. 

G . G . G W E L E S J A N I , W . W . R C C H I t A D Z E , A . Z . K A N D E Ł A K I , T. D , A B A S Z I D Z E : 
Research in receiving of Ferric and N i c ke l O x i d e by the method of moterial transport in d . c . electric arc 

In this paper are discussed researches in regularities of receiving of Ferric and N i c ke l O x i d e monocrystals by 
means of material transport in d . c . electric arc and are discribed the construction of crystal growing equipment 
h igh-melt ing O x i d e . A l s o parometersof monocrystalgrowth has been found. 

J . SW IDERSK I : Double microunhomogeity of the semiconductor group a " ' b ^ 

The double microunhomogeneity of a " ' b ^ group materials involved with recombination phenomena are described. 

A . B U K O W S K I , J . D R Ą G O W S K I , J , B Ł A Ż E W I C Z : Research in receiving of homogeneous S i l icon monocrystals 
strong doped with Antimony 

The influence of growth conditions on the micro and macro homogeneiN of S i l icon single crystals was studied. 
The Si l icon under investigation have been Sb doped / l O amu S b / c m V . The relation was determined between 
the growth parameters ond Si l icon homogeneity. A s a result better quality S i l icon crystal were obtained. 
In the first part of the paper a state of art of the in homogeneity In the melt grown crystals in presented, Ttiiś 
analysis have been done on a base of the literature sources as well as on the authors own experience in a field 
of the single crystal growth of semiconductor materials. 
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I N F O R M A C J A D L A A U T O R Ó W 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętośc i artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 1 0 - 1 5 stron maszynopisu. 

2 . Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie,z inter l in ią/co drugi 
wiersz/, z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czc ionką. N a arkuszu nie powinno być więcej n iż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . N a marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4 . Wszystkie tabele i zestawienia /un ikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 

ortykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać 

tytuł objaśniający. 

5 . Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języku 

polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6 . Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na częSci, a w częśc i końcowej winny być sformuło-

wane wniosk i . Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu na 

oddzielnie zatytułowane częśc i . 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /n iezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na p rzez ro -
czystej kalce drukarskiej. 

8 . Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 

i powiększenie należy podawać na odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 

łącznie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografi i/. 

9 . Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora- i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dz ieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na numer 
pozycj i w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp. 

powinny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ M i a r / S I / o r a z 

z innymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na 

stronie nie powinno być więcej n iż 5, 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 

korekty stylistycznej Itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Mater ia łach Elektronicznych" uważamy jest za równoznaczny 

z oświadczeniem Autora, że praco nie była drukowana oni wysłana do drukowania w żadnym innym c z a s o -

piśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 

I ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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